
Félvezetők

Molnár Károly
PowerQuattro Zrt.
Fejlesztési igazgató



2

Félvezető típusok áttekintése
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Félvezető típusok fejlődése

Dióda
A szó eredete:     di-ode görög (két út)

1919-ben William Henry Eccles (brit)

Tranzisztor 1947 december 24.

1948 szabadalmaztatva

Walter Brattain, John Bardeen, William Shockley

Tirisztor ~1950

Power MOSFET 1970 vége

SIT ~1970 közepe Jun-inchi Nishizawa

IGBT 1980-1990
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Félvezető típusok áttekintése
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Kevésbé ismert elnevezések

RCT: Reverse Conducting Thyristor

SCR: Silicon Controlled Rectifier

LTT: Light  Triggered Thyristor

MCT: MOS Controlled Thyristor

PIC: Power Integrated Circuit
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Diódák

Sebességük szerinti csoportosítás:
normál

gyors

epitaxiális

schottky

sic
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Diódák
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Dióda
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Tranzisztor

Telítés: UBE  ≥UCE
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Tranzisztor
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Darlington tranzisztor

A Darlington tranzisztor kimeneti 

karakterisztikája megegyezik a hagyományos 

bipoláris tranzisztoréval. 

VCE = 3000V és Ic = 1200A is lehet

fműköd = 10-20kHz

β eredő ≈ β1 * β2
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Térvezérlésű tranzisztorok
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SIT (Static Induction Transistor)
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Tirisztor
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IGBT
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Félvezetők megbízhatósága

Meghibásodás ismertebb okai lehetnek:
maximális feszültség túllépése

maximális áram túllépése

maximális réteghőmérséklet túllépése

A fent felsoroltak az eszköz azonnali 

tönkremeneteléhez vezetnek.

A továbbiakban nézzük meg, mely tényezők 

csökkentik még a várható élettartamot. 
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Félvezetők megbízhatósága

meghibásodási gyakoriság

N=A0e
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Félvezetők megbízhatósága

A hőmérséklet hatása a meghibásodás gyakoriságára

N=A0eA - az adott anyagra jellemző állandó

Ea - az elektronvoltban megadott aktivációs energia, amely egy lezárt P-N

átmenet vezető állapotba való kapcsolásához szükséges (Ge – 0,78 eV, 

Si – 1,12 eV)

K - a Boltzmann állandó 

T - az abszolút hőmérséklet.



22

Félvezetők megbízhatósága
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Félvezetők megbízhatósága

A hőmérséklet hatása a meghibásodás gyakoriságára
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Félvezetők megbízhatósága

hőciklus igénybevétel hatása a meghibásodás 

gyakoriságára

N=A0e
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Félvezetők megbízhatósága

hőciklus igénybevétel hatása a meghibásodás 

gyakoriságára
Az alábbi ábrán látszik, hogy a maximális mechanikai feszültség csökkenése a 

tönkremenetelhez vezető hőciklus számot növeli.

Különböző anyagok hőtágulási együtthatója:

N=A0e
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Félvezetők megbízhatósága
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Félvezetők megbízhatósága

N=A0e
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Köszönöm 

a 

figyelmet!


